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フォトルミネッセンスによるシリコン単結晶中の 

低炭素不純物濃度測定方法 

Test method for determination of low carbon impurity concentration in  

silicon single crystals by photoluminescence spectroscopy 

 

1 適用範囲 

この規格は，フォトルミネッセンスによるシリコン単結晶中の低炭素不純物濃度の測定方法について規

定する。この規格は，格子間酸素濃度が 1×1017atoms/cm3～2×1017 atoms/cm3 程度で，導電型が n 型で抵抗

率が 50 Ω･cm 程度以上のシリコン単結晶，及び導電型が p 型で抵抗率が 1 kΩ･cm 程度以上のシリコン単

結晶に適用可能である。測定濃度範囲は 1×1014 atoms/cm3～3×1015 atoms/cm3（2 ppba～60 ppba）である。 

なお，この規格で規定する測定方法の精度及び信頼性を確認するために実施したラウンドロビンテスト

の結果を附属書 A に示す。 

注記 格子間酸素濃度は，SEMI MF1188-1107 [1]によって，変換係数を 3.14×1017 atoms/cm2 として求め

た値である。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS H 0615 フォトルミネッセンスによるシリコン結晶中の不純物濃度測定方法 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

フォトルミネッセンス，PL（photoluminescence，PL） 

光照射によって物質中に過剰の電子及び正孔を発生させた際に，それらの発光性再結合の結果，物質か

ら放出される光 

注釈 1 半導体結晶のフォトルミネッセンスの解析から，結晶のバンド構造及び結晶中の不純物，欠陥

などの評価を行うことが可能である。 

3.2 

励起子（exciton） 


